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[ 要  旨 ] 

ラッチアップ耐量等の特性に優れる Epi 基板が量産デバイスに広く適用されていくた

めには、 Epi 層の薄膜化などによるコストダウンが必要である。今回、 Epi 膜厚が 1～
2um の比較的薄い Epi 基板と CZ 基板を用いてラッチアップ耐量評価を行なった。通

常 CZ 基板に比べ Epi 基板が、また Epi 膜厚が薄いほどラッチアップに強いと言われて

いるが、 Epi 膜厚が薄くなると逆に、高濃度基板からの不純物の熱拡散の影響で Nwell
抵抗が増加し、ラッチアップ耐量が悪くなる場合があることがわかった。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


